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Huvudiaxen Kossaii 

PRECISION PASSIVE ALIGNMENT TECHNOLOGIES FOR 
LOW COST ARRAY FTTH COMPONENT 

ThomM Erfeson (1). Ooran Palmetog iZU Paul Erilcsen (2). PoiHua UindsMm (2). &«berg 
(2), Lennart Biddin {1), Krtster Frdjd (2). Christian Vlalder (1) 

(nACREOAB,Elccirum236,S-16440Kista.SwedeiL(tf^^ 
(2) aicsacmMtaoclcciTonlcs AB, Isa^ordsgattm 16, S-16481 Kj«a, SwKto (gm«n.patai6kos@mic.eric«^ 


Absrtnct 

A comhiBaticB of ndmstiQCtnic tscfmolosiet tar i&koii 
and palyn» has been uaed to &Mc«te B^tram 
FTTH amy oonopeonienti widi a MT iubocftoo, PMfriVA 
aUgnmeac smicmm Ihsvb been wed fer boift dw lam 
nray end the opded hsto&c^ 


wawegokta p] on 4c aiKcoii eridittBtt conA^ 
from die laser anar to die cdee Of fbe oanier, ecttling a 
laser componeBt widwiit pigttn wMM Ction m d wldi 
fu t ure wavegoide fimrrfflmtity to be lii »p (t"ff f << F«' 
aijg^ the caoier to a )^4nnifico, tiencbea (f&e 2) 

etcbfid into sQieon earrier. 


onay 


Hie fafead band aoeicty dcoanda autbstanxuny tncnascd 
opaetty in ihe Trlrmrnnmication iieiwodc Tod«y there 
is an anaco^nable bi]^ cost lor fte cetnpenenti k die 
depleyment of die opaoal ^n^Q mode fiber to Ae tiut 
naer. To ledooe die cost die effint hai to be focnsed en 
array tedxneloEy, passive aligprncnt and plastic 
encapsulation. 

Hie fiaUowing tedmolo^es in a defined combbation and 
seqoenee am ilie prcteqiointe to realize die low cost 
FTTH eompenenx descdbed in dds paper 
A Silieon tHjf*^'^^**^***^^^^- 

• indziD^ihoafiteCbiP) laser diode aoqrteeFinelosy. 

• Benzo^etbbotcae (BCB) wavegnidea. 

• Pasalve aUgnmEats of laaefdiode amgra to 
wave^aidea, selMiflofaig Bolder bompa. 

« Paasive of wivtgmde to an opdcal MT 

intesftee -Micro refdicadcm tedmoloey. 

• plaeiic encapaolatiosL 


A i««r canier is passive aUgnad to a MT-fntetftce aaing 
alignnnsit stractnres en a low cost rapHcated earner. The 
lAsef caitter ia based on a a^f-ali^ied lamxcondDftor 
laser, fli^i-chip moansad on » aitieoA subsczaxe widi plflnar 
polynaeric traevesnides. The concept is diown to Fig 1. 



carrier mo»mud an pefymmic carrUr. 
The laser carrier emudata of an edge-cmitdng SM l^ser 
snay passive alibied to Oo ^jyaveguides using AnSn 
solderins bumps (fig 2\ This meAod has earito twi 
shown to sin^« ^oodm preorion (1. 2]. niM 

alignment is aehieved by die surftce tension ditt is 


AligDment 
ticndies 



Ftgm 2: Phow«fhU€r carrier ( 
The laser carrier is placed upside down en a ^lymer 
carrier and pas^vely postdoned to a MT tme rtMa by 
fjtong die troidies on the laser canler to a1iij . . ». J at 
stroetiiies on die potyxner CFIg 1). P<dynw can ien ye 
made using inic» rqdicarfon tadnd^oe, based esi iraasfer 

monidffiB wiA ndero stnicttted aflScon as mould iPBgg 
(Pig, 3a) [4]- Hie mould hisert consists of V'gregvos far 
the MT-intofine and for vetdcal aod hongmt a l 
aJieoment (Fig. 3b>. fa wdcr to mate room far die later 
airiy, a cavity ia fiamed behind die sili^mient Btiuen^ 
in die polyeaer canier This is done osfng a bonded 
building blode on dke mould insert; Qoartz filled ^incy IS 
used as potymer m order to acfaievo dnpftft suanal coni rol 
and low dioroal expansion of die repKeatedsmicnna [4» 
S^ NTT goidinB helfi* in the replicated cartiera CJOg i) aic 
made tiy placing die MT-gDidfog pins en mould insert 

during the nphcatfon step. In order to fill 
polymer around the MT-goidSng pi«» *« v-gioovos ate 
' 5 n bit wider inside the mould caviQT 0^20 3bO 


Oavhytfar 




.) ' 4-- b)l 

Figure 3 a) Fofy^^ ^mier b) SBM picture of nmid 
Uisert (Gate hp) 

A lead fmtc are mounted on die backaide of Ac User 
cairior and coonocied to die electrodes by wire bondmg. 
This is done b efore the laser carrier is fixed to the 
polymer cafiier by ghrfne **> ^ 

ene^sulfiied using oransJfcr mouldmg and polished to 
achieve opdeal finish at the wavegniding edge. 


creased of dio bumps in the melted phase. Planar BCB 
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Pilnrtcation 

XbfiiaifiUDSX 

The UttT iziiy hu finir dcmonls* The sigiul elcdtodes 
appejDT on Hie cpiBBxUl asd an oomtifictBd ^vfacn the laser 
is flip-dup mOQzited. The oomiDni gioimd de^rodc ia 
who bonded to the luer cnricr. 

TheUftcrorrigr 

The latar cairier w»i iwrnnftrrnred lamg nandard nriao 
fmiemtfaig oeelmlqiies with IHhagrBphy and diy etching 
en cOioen. Elaetiodec were made by e-beam evapoittien 
of TVPtfKi/Aa and a bft^tBc^iqoe. AuSn wmc thOk 
elechoplaied Oaonsh « pfaotoieeist matk as soldeiias 
bmnpi. The pksas BGB wa fog ui de to Mh vp by 
undeiv axul ovancladdiiic lmwnf and in becween a 
Mvegiiidme cm [3]. AU ihtte layers d£|»o^^ 
4ie sOieen sabstnte by qpfnmng depo«itien and tf»e 
pattern of ihe wa fetf uk fing cose was made in a 
litbo^Hphy step. The end imftce of ihe waveguide was 
also djy etched, thus cjearin g a ihaxp edge of ihe 
«wvegi»de. Thi» was done m osder to get good co^^nis 
cfiSciGocy fiom tho Ibwt into the ww^niding coie. 
Phudly, oUgri-***** tranches wm etched into flko udulnde 
using DRIE (Deep Reacshre lem Bcching) with oxide as 


The pohmMT carrier 

SOieon wate of (lOD) mjfinwrwm was anisosopleatty 
ecchfid in ROH 00 vdLHX intmAenRing the nould 
mssit. Since the T-gnxives for the MT-guidiiig pins 
consists of two levds; two aepmst tiduq^ipliy steps 
wen used ^viih Si eocide end Si nitride as nadai^ 
matsriaL Pint ^ wider KfT-fltnictara were etched with 
nitride as r^^vfng nuttBiial. After Temoving flie nitride, 
the mt of (be strncnues were etched wiib an underlying 
oxide Tn«k. In <ndcr to ereaic tfie bmlding blocK anote 
silicon wafer was fiukm bffn*^l**^ on top of ttds wafer. Tho 
building block s u mm u m wore thm. enhed out fiom this 
bonded w«&r. AU straeDSfea in ihe sumld insest were 
[ fbr a «Ti»fftiaiflp of 0.629% [4]. 


Aeaidie 


A mnte of conponents were tsikai dsoqj^ an process 
stepe witfi Ae laser diode scin fimcdaning. A finns view 
of a BuecessluSy passive afigned laser cairicr to tiie 
polymar caizicr is diown hi fig 4. 
The optical propatics of the laser modole were tested 
with and inlBgiBUug sphere. The IP-«urvc was leotadod 
for eadi indminal dumieU Fig S Aows the CP<«aive for 
one chamiel befbre and alter the assendkly to die optical 
bdeftee andte ksd fiame. The optical power nteasued 
ftom one chnoMl widi a piiihole raediod waa 0.135 mW 
a 100 mA. Tho cfGsct coupled to SM-fiber when attached 
to a MT-eeonectoT was 0,017 mW. 
The total s** T t** V»r* of the leplicaxied ssacnnes after 
transfer moolding was ftnnd to be about 0.69% ^len 
tneasaring the stmetaies on both mold insen and 
replic^ed easder mih a pfofikuuenc 


lnk.t.Pe1e,nt- op'-rsn vcM 
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Figurr 4: Photo pfan aligned Umr wrUsr (fivnt Wew>. 



FtgmS. iP-cittvescf laser anoy. Optictt! power b^hre 


A ttovei concept for a low cost amey laser tj o i nwn a jit has 
been evaluated. It is btnlt on passhro ali gnm e n t 
toebnology between laser and wavegoide snd becween 
wavqsoidcs and optical MT ftittrftea. Ir is ftasihie thai 
the we have fbmid pioeesacs and a^oceas eeooeaaee 
make it possiUe in fitfore votk to mea dm i 
faf tnaBg&ctnrii^ cost eflbcttvo ui ii i i im.i biiI ( 
widi good optical propetdes. 

AetaiowledgenMt 

This woik was sopported by the SwndiA National Boaid 
for Industrial and Technical Development (NUTEK) 
within The SUMMIT prajocc 
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TAGE-DON 

1. vaaabarare 2.5x5 

Alt.1) U-spar hs=50 ^m, (Standard-s&gning 2.47 x 4.75 mm.) i/** ' 
Alt.2) U-spAr h=12S pm (Standard-signing ca 2.5 x 5 mm.) 
Alt.3) U-spAr h=50 jim. Precisions-signing 2.38-2.44 x 5 mm. 
AIt.4) U-spar h=125 urn. Preclslons-s&gnlng 2.38-2.44 x 5 mm., 

2. Tana-don 6.2x8 - S f kaoad svmmetrisk V-as) 

Vigab9rartiff\j6ring i hdjdied: 
Alt.1) 5 St V-isar h=2S ]im (mellan BCB-vSgledama). 
Alt.2) 2 St V-&sar h=46 \im (U-spir, kiseloxid). 
V&gabararlinjeiing i sidled: 

Alt.1) 1 st dubbel V-fts h=74 \im (U-spiir h=50 \im, Wsel). 
Alt.2) 1 st V-&S h=151 \im (U-sp&r h=125 jim, Wsel). 

tiering i sidled: <^ h-*^ 

Injering dtrekl p& 1 st dubbel V-as h=74 pm. . 
rUnJering direkt pi 1 st V-^as h=151 pm. 
2 st styr V-isar h=151 |im. (Dubbel V-as 74 pm.) 
Alt.4) 2 st styrklackar ha150 jim. (Dubbel V-is 74 pm.) 
Alt.5) 2 st styr V-isar h-151 jim. (V-is 151 pm,) 
Alt.6) 2 st styrklackar h=150 pm. (V-is 151 pm.) 

a. Taoa-don 6.2x8 - B f kaoad innerbreddad V«M) 

Vigabararlinjering I h&jdied: 

Alt.1) 5 st V-isar h=25 pm (mellan BCB-vigledama). 
Alt.2) 2 st V-isar h=46 pm (U-spir. kiseloxid). 
Vagabdrarlinjering i sidled: 

Alt.1) 1 st dubbel V-as h=74 pm (U-sp&r h«50 pm, Wsel). 
Alt.2) 1 st V-is h=151 pm (U-spar h=125 pm, kisel). 
Grovilf^ering 1 sidled: 

Alt.1) 2 st Innerbreddade don-V-Ssar. (Dubbel V-is 74.pm.) 
Alt.1) 2 st Innerbreddade don-V-isar. (V-is 151 pm.) 

A. Tana-don 6.2x3.45 - S oeh V&oabarare 
S. Klsejfomi 16x16 mm 
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2. Tage-don 6.2x8 - S (kapad symmetrisk V-as) 
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Tage-don 6.2x8 - S 


2Styrklackarh=150 


Ink. i. r::;-N ccf> rtnxm 
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2styr-V-asarh=161 — ifn^f^*'*-^ , 
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Tage-don 6.2x8 - S 

Vagabarare: Direktlinjering i sidi d 


Alt1 Dubbel V-as 74 Mvn. 




Alt^V-&s151 iinri- 
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V4gabarare: Linjering i sidled 
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Alts Dubbel V-Ss 74 pm och 151 jim grovlinjerings V-as 



Alt.4 Dubbel V-As 74 jim och 150 M»n grovllnjerinflsstyrklack 
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Tag -d n 6.2x8 -S 

Vagabarare: LinJ ring i sidled 



Alt.6 V-Ss 151 pm och 151 pm grovlinjerings V-&s 



Alt. 6 V-&S 151 |jin och 160 pm groviinjeringsGtyrklaek 
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BCB-vi^9ledare och cladding samt limspait 
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3. Tage-don 6.2x8 - B (kapad innerbreddad V-as) 
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Vagabarar : Linj ring i sidled 
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. Altl Dubbel V-as 74 pm. Grovllnjering mot donets V-teflank. 
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Alt2 V-is 151 pm. GrovlinJering mot donets V-asflank 
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Summit M-P lymer, IMC ^ 

Proiehledar . Thomas Ericson furv, ing.) 

Aktiy personal IJi4C : Thomas Ericson (w. (ng,), RudoffBuchta (vtv, ing), Martin MedsfrOm 
futv tng.), Liselotte Lundb&g (proc. ing.) 

Prolekaieltaeare : IMC, Biacort, Celetus TecK Ericsson Comp,, Spectrogon, Telaire Europe 

Probl^mstSUnlng och m&lformulering 

Inom ^-polymcrprojcfctet har tidigare gjorts en indelning av tvi delprojekt^ '^tografiskt 
genercrade stxukturei^' och "Metodutvcckling/ RepUkcrings- och bondningstcknologi" vilka 
har varit uppdeladc p4 UU och IMC. Det senate projektct har varit inriktat mot att utveckla 
metoder for hda txllverknlngskedjan fSr replxkeriigsteknologln, indelat pi huvudomradena 
mastertiUverkning, fonnrumstillverknmg, materialval, plastrcplikcring och eflerbeaxbctning. 
Kunskapen kring detia Sr nu i gnrnden bra varftr met energi ber Uggas pft utvedding och 
etablering av de koncept och metoder som tagits fiam tidigare, dels via demonstralorprqjelct 
och dels via utveckUngsprojekL P4 forslag har akdvitetcma ho$ IMC ftr perioden 1999-2000 
tvi huvudmoment: utveckling och test av nya avancerade mastrar samt integration av nya 
fimkdoner p& polymera material, s& som elektrlska ledarc och kylaingsstrukturer av metall. 
En huvxidii^iktning ar att arbcta med hardplast vilket anses vara ett mycto 
konstnaktionsmaterial£»rreplikcrademikn>system.Ettpardcmonstra^^ 
projektplanen vilka tas fram i cJra sammaibete med ingteide industriparter och UU och har 
till syfte att testa tdcniken av nya koncept inom replikeringstcknologin.Under 4ret ska Sven 
delprojektet "utveckling av djixp toirets for positiva vinklai^ frto fortgftende period avshitas 
och avrapporteras. TiU skiUnad Mn tidigare kommer grfinsema mellau delaktivitctOTia hos 
IMC och hos UU att suddas ut och ett flertal projekt kommer att drivas gemensamt, 

Frfn IMCs hfill ses gima att projekten har en lingdktighet och m fokusering p&ctt fital 
huvudspto, Delproj ekten ska aven ha som mil att leda ftam tiU nigon form av publikation. 


DBlmoment/proJekt 1999^2000 
Avanoerad mastertiltverlcning 
Hardplastbarardon med MT-grSnssnltt (demo) 

Bakgnmd: - j ui 

EttstoitintresseavattanvSndahiidplastsom mataialvidmikroreplikeringfimisdadenbia 

har flcra intressanta materialegenskaper. s& som lig tetmiska expansion rehidvt tmnoplast. 

hog hirdhet och styvhet. Egenskapema kan aven varieras med de tillsatser, ^1™^;^?'^ ^ 

sgTts tiU i plasten vilket kan bla ge hdg termisk lednlngsfSmaiga. Vankgen anvSnds hfiidplast 

som kapsUngsmatcrial av komponenter varfSr dct ar intressant ate kunna anvtoda aamma 

material ikomponenterna som ikapslingen. Bra erferenhetavsprutpr^ 

Ericsson Components liksom delvis hos IMC d4 det funnits projket tidigaic nlisammans med 

Ericsson dar spnitpressande hardplastkomponenter har testats. 


Projekt: 
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Tillsammans med Ericsson Components ska ett hSidplastdon med MT-grSnssnitt tiUverkas &r 
passiv iqyplinjering av en las^bSrare (tiUverkad i klsel med BCB som v&gledare). Syftet & att 
visa pa ett nytt lii\|eringskoncept mellan laser, Idlselbarare och MT-granssnitt och studera den 
upplinjering som kan eih&Uas i hfiidplast samtidigt som konceptet med replikcnule 
(spni^essade) hflidplaster testas. Fomuummet skapas i kisel med amsotrop vitets (3 niv&er 
samt bondning) fdr att erh&lla god mekanisk precision och stmkturer som it enkla oft 
replikera. I eu fiSrsta steg utnyttjas kislet direkt som fonnrum d& tekniken fi3r att ge bra 
elektropiaterade matriser inte §r tillfredsstailande, Vid design av han^lastmodulen bar hSnsyn 
tagits till kxyznp, deformation och dalig foxmutfyllnad av polymeren. FSr konceptbeskrivmng> 
se bilaga 1 . Upplinjermgsstruktuierna i b&nc^lastdonet Si azq>assade till de strukturer som 
firms i den laseibSrare som redan 9r framtagen. Demonstratora kommer att utvardcras med 
avseende p& replikeiingsnoggraxmhet, liiyeringstoleranser, materialprestanda (krymp mm.) 
samt optisk prestanda. 


Aktiva: Ericsson Components, IMC 
Intressenten Alia 


DJupa/gmfKla strukturer 
Bakgrmid: 

Inom replikeringsteknologin fir intresset stort fbr att kombinera djiq>a och grunda 
mikostrukturer i samma formrwn. Oenom att in funkdoner av t ex djiq>a mikromekaniska 
strukturer med grunda mikrooptiska strukturer i samma foimrumkanpassning och 
upplizycring definieras och losas litografiskt i masteringssteget vilket fir dnskvSrt inte minst d& 
tillveikning av s&dana komponentier ska ske i stora volymer. Tillfimpningar som ar av intresse 
fir bl a fSr optoelektriska komponenter, gitterstrukturema i Telaires gasabsoibdonscell och 
linser integrerat med fluidikkanaler. Inom BROprojdctet har det tidigare Ing&tt som ea vision 
att ta fiam en optisk sfindar- odi mottagaimodul (basetat p& VCSELiar) genom att kombinera 
diffiraktiva optiska element, DOEis, med torretsade mikromekaniska kopplings och 
upplinjeringssmikxurer i en och samma replikerad bfirare. M&lct var en l&gkostnadsmodul som 
kopplar yuset mellan fibrer och ^ndare/mottagare. Ett f5rsta £5rs5k gjordes 6k inom projektet 
med att kombinera djiq>a vStetsade strukturer med grunda mikrostrukturer (DOE:s) tillverkade 
p& CTH i samma master vilket d& visade att metoden fir mojlig, aven om man inte n&dde hela 
vfigen till replikcring* 

Projekt; 

I ett mSl att vidareutveckia och visa p& konceptet med dj upa/grunda strukturer avses att IMC 
och UU gemensamt tillveikar en teknikdcmo enligt bilaga 1 . Replikerade bfirare dockas ovan 
varandraochljussomkopplasinviaenfibertaytsiDOE:sochlinser^ MMet fir att visa pi 
kombinationen av djupa och grunda stmkturer tillverkade med olika tillveri min g sm etodCT i en 
och gamma master. Demonstratom ska aven visa pa replikeringsnoggranhet, 
\q>plii«eringstolcrBnscr, optiska funktioner och matcrialkompabiUtet Som problCTioinrfide 
igfir fiven piecisionsfogning av polymerabfirare med och utan upplii^jeringsstndctarer samt 
evenmellt infUrande av dubbelsidig rcplikering (formspiutning). Optiska fbnktioncr som kan 
testas fir t ex fokusering, straldelning och kolumnering. Projektet kommer delvis att integreras 
med de Summitaktiviteter som genomfBrs vid UU, s& som tiUveriming av rcflaktiva linser och 
gitter. 

Linser och gitter till mastem skrivs och tillverkas i UU resp hos CTH varejfter IMC inlcgrerar 
dessa struktui«r med djupa v-spftr som liiyeringsstrukturer och kopplingsstnikturcr. 
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Alrtiva:IMC,UU,CTH 
Intressenter: Alia 


Integrerade fiinktioner p5 replikerade material 

Metallstrukturer p& polymerer 
Bakgrund: 

Genom att integrero metallmdnster pi polymera substrat finns ia6j light att fdra in fier 
iunktioxier p& de replikerade substraten s& att flrd^ miktosystm (MEMS och MOEMS- 
komponent^) kan tillverkas med replikerade konxponeater. Funkdoner som kan tSnkas ir 
elektriska ledaie. lod samt kylning (god tennisk ledningsf&nniga). Exempel p& applikatiotier 
ai Telaires detektorstruktur d& projekt nu pigAr fSr att utvgidera metod fbx snefor&Qgade 
metallmdnster. Aven ledningsmdDSter pa hiidplast f6r t ex. montering och koppling av laarar 
och dioder (Ericsson) §t intressanta applikationer. Fluidala polymera strukCurer med elekCxislct 
ledande strukturer ar en annan intressant applikadon som ocksft kommer att studeras i ett 
AME-piogram p& UU. 

Projekt; 

Under kv. 3 tas testdesign fiam f&r att testa och utvardera olika belHsgningiffnetoder p& 
termoplaster och hardplaster, s& som f&ringning, sputtring och platering. Milet Si att skapa 
en kunskapsgrund f5r att fiirstft och kuna utnyttj a olika funkdoner s& som kylnig, eldctrisk 
ledning och lod. Under kv.4 g6rs en ntvardering varefter ett konceptet kring en demo som 
visarp&pxincipensSttsnpp. Start design avs&dan demo p£bdrjasimderkv,l Ar2000. Fflrslag 
p& demo &r integration av metalledara till TriairesIR«sensorsamtenfi>itsattningp&projcktet 
"Hardplastbarardon med MT-granssnitt " darlod och ledare kan kombineras med m&i att 
tillverka en mycket billig komponent Projektct ska ocksi samoidnas med det AME-projekt i 
UU dSr fBrsSk med att l&gga metallstniktiuer till flmdala system ska g6ras. 

Deltagare: IMCy UU, &icsson» Telaire 
Intressent: Alia 

Framtagnmg av detektorstaiktur 
Bakgnmd: 

S cm ett delmoment i att sk^ en billig replikemd IR-s»$or f5r gasanalys s& har f&rs5k 
p&bflgacs med att tiUveika ett replikerax teimodemem vilket senare a^ 
detektom. Detta temioelement bygger p& pelarstrukturer i » array som beliggs med tv& 
metaller frAn olika h&l. 

Projekt: 

En detektorstruktiir tflnkt fSr SU-8 har tagits fiam av Telaire och UU dfir IMC har g) ort ett 
inledande test av att etsa stnikturema i DRIE. Resultaten visar att strukturen Mr fidlt mSjUg att 
etsa i kisel men att 3rtoj&mnlietema frSn etsen skapar ledningsavbrott av de snef&ringade 
skifctcn, IMC ska under Q3 bjalpa tUl att ta fram nya etsade struktureTp ev pa ny design, vilka 
ska jam^ras med etsade strukturer hos UU samt lascrablaherade strukturer hos MIT. FdisOk 
ska gOras med att fUrbattia ytfinheten, bide hos UU och hos IMC. Milet Sr sedan att ^rs6ka 
replikera dessa strukturer och sks^a ett polymert tennoelement. 


Deltagare: IMC> UU, Telaire 
Intressent: Alia 
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Grundiaggande repiik ringsteknologi 
Metodutveckling master 


7. 3 


Metodutveclding av mastertUlverknmg har pflg&tt med [MC:s DRI&-utrustnia8 \mder 1998 
med xnil att skapa positlva sl^pvinklar. Delta fir av stor betydelse fSr att kucma erh&lla bra 
replikerbara strukturer dar replikoma inte &stnar i fonnrummet, Det Br ocl!Cs& viktigt ^ 
eventuell fiunUjeutveckling att man kan separesa matrisema fr&n vaiandra (fiunUjeutvedding 
kallas det nSn ytterligare matziser plSteras p& dan fbrsta malrisen Cram ytterligare fiurmnim 
fdax den f&rstaplMterade ) Till kv. 3 1999 ska resultaten stut^kras och avrappoiteras, Ea 
jImfSrelse med den nya DRIE-utrustningen vid UU b5r ocksi g5ias dl det skapar kunskaper 
kring vilka strukturer som gfir att gfiras. 

Deltagaie: IMC. UU 
Intressent: Alia 

Tidplan 


Pelmomeiit 



Hgrdplastdon (demo) 


Design 


Process master 
Utvecklmg ny bennun (EKA) 


Spfutpressntng-hnonterin^kapsling 


Utvfirdering 


Rapport/PttbHkation 


Koncept av ny demo dar aven andra 
lunktioner kan integreras i 
replikoma Mfijlig demo f&r projektet 
"metallstrulcturer pa ptasf ' . 


Teknikdemo diupa/grunda 


Design 


SkrivaDOE> (CTH) 


Process master (IMC) 


Fonnrumsfiamtagaing (UU) 
Replikering 


Material och mont^Tng 


Utvardering 


Rapport/Publicermg" 


Nya designer samt utveckling av nya 
metoder 


Metallstruktur p& plast 


Design och koncept 
MeoJliseringslCrsflk 


PiateringsfereOk (lodr 


Utvirderiog 


Koncept f5r en eller tvi nya demo:s 
som visar pi principen vised i 
inledande utvecklingsfgrsaken 
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Gnindiaesande masterteknik 








Slutforande och avrapportering 
DRI&utveckling 












iki^-L.: A-^M mn 





Etsning och ytfinhetsprav 
detektorstnxktur 









Budget 1999 


Delmoment 

Im6 

Personal tid (hettider) 

1 

LSnekostnad [KStK] 

400 

ProjektdriA [KSEK] 


Material [KSEK] 

80 

ResorpCSEK] 

20 

Ovriet KSEK] 



SOO 


Delmil oeh milstolpar 



Delmfil 

1999 Ql 

Design fir pioj. "hSxdplastdon. ffirdig. 


Master fSr proj, "hardplastdon. . framtagen. Ffirsta sprutpiessade donen 
moQterade och klaza. 

Design far pioj. "djupa/grunda strukturef' klar, DOE;s skrivna hos CTH. 
Mast^firamta^iing pabdijad. 

Ets av detektoistrukturer klant Ytfinbetstesto gjorda. 


Utvird^ing av proj. 'I^plastdon..." klar. 
Rampart kar av DRIE-xxCvedkliiig 

04 

REQiport klar av proj . *%firdplastdan". 

Master klar £9r proj. "dji^ia/gninda struktiiK«i^, b&de hos IMC och UU. 
Replikerade baiare klara. 

2000 Ql 

Ny design klar fir hSrdplastbaraie ined metallstrukturer. Ev. ny design fir 
metallstrukturer pi Telaiies gassensor. 

Montering och utvardering av proj. ^djiqia/grunda strukturer^ klar. 

Q2- 

Rapport klar proj. "djupa/gnmda stnikturer^. Start av design fir nytt 
koDcept av djupa/gnmda strukturer 
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PrincSpskiss HardplastbSrardon med MT-granssnltt (demo) BILAGA 1 



PfBStbsrars meding/utnB MT-hA! 


NR. 176 S. 24/26 
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Prikicipskiss teknikdemo djnpa/gruuda strnktiirer BILAQA 2 

Tvft (eller flera) bSrare i plast d ckas ovanvaiandraenligt skiss, Oi^skafunkti^ 
lixis^ och gitter fiSis in i sBnuns fbnxinm som v-sp&r f&r upplizgemig och fiber. Plastbfizama 
Sr leplikor fifin samma master med den skiUnaden att de bar leplikerats mot positivt 
respektive negativt fonawun. 
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TiUverknmfBrsfcedia: 
Master 

I 

Fader (negativ) ► Moder (positiv) 

1 1 

Rcplikft*nedre bftrare Repiikar ovre bSrare 



Dockning 


